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概要（Summary ）： 

赤外分光イメージングセンサヘッドの開発を目

的として、光を分光するために必要な回折格子マス

クを本支援機関のスピンコータと電子線描画装置

を利用して作製する。そのマスクパターンは、最小

2µm 幅の線による縞模様パターンと 1 辺が最小

2µm 長の四角による市松模様パターンであり、

10mm×10mm 程度の領域に均一に作製すること

に成功した。 

 

 

実験（Experimental）： 

クロム膜を付けた 2.5 インチ角の石英ガラス基

板に、支援装置であるスピンコータ（ミカサ社製

1H-DX2）により、電子線レジスト（日本ゼオン社

製 ZEP520A）を 5000rpm、30 秒の条件でスピン

コートし、ホットプレートで 200℃、5 分間ベーク

後、支援装置である電子線描画装置(エリオニクス

社製 ELS-7500EX)により、ドーズ量 85µC/cm2の

条件で直接描画を行った。描画後に、基板を酢酸ア

ミルに 90 秒浸漬し現像した後、Cr エッチング液に

浸漬し電子線レジストパターンをエッチングマス

クとしてウェットエッチングを行った。 

 

 

結果と考察（Results and Discussion）： 

作製した回折格子マスクを用いて、フォトレジス

ト（ローム&ハース社製 s1805）をスピンコートし

た石英ガラス基板にパターンを転写し、基板をバッ

ファードフッ酸に浸漬しフォトレジストパターン

をエッチングマスクとしてウェットエッチングを

行った。1 辺が 15µm 長の四角による市松模様パタ

ーンで作製したサンプルを Fig.1 に示す。本研究に

おいて最適化された描画条件下では、図に示す通り

良好にマイクロ構造が作製された。 

 

 
Fig.1 SEM image of diffraction grating mask 
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